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NOTES:

1) INFREQUENT DISCHARGE, EXTENDED PERIOD
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(2) FREQUENT DISCHARGE.

R
+Vee
)
a
& ' Auy .TTL Any CMOS 2 - o
0——f- ! g b
Gate Gate L Gate '
Input
U7 Wi useun1s Interface s=waqv TTL U CMOS
120 : X
100 S 4!
TEMPERATURE '
§ ® es'c ;
< 00 :
2 .
g n| i
5 1
o0
3 !
! w0 1
1
1
P 1
TYPICAL
0 - GOLD TOP * :
NS T el S0 TANTARY) B AL !
¢ 2 0 “© 50 3
CELL CASE TEMPERATURE *C
* GOLD TOP IS A REGISTERED TRADEMARK OF
GENERAL ELECTRIC.
-
SPECIFIED
MAXIMUM
- TEMPERATURE
'3‘ e
3 20
2
: 7
g - -
¥ ak |
I
- o5 i
wl T p; RO~
< P ! 1 ! L AR
- () 20 30 - W )



‘.

WHEREC =

DISCHARGE RATE
RATED CAPACITY

CELL VOLTAGE
-
W

END OF USEFUL
RANGE (ASSUMED)

- e .
C3UN  we uaaveuauifinns .discharge voltage oy

Ni-Gd~Battery

5]



	บทที่ 3 หน่วยความจำวัสดุกึ่งตัวนำแบบ ซีมอส (Cmos)
	วงจรอินเวอเตอร์ (Inverter) แบบคอมพลีเมนทารี่มอส
	พลังงานสูญเสียแผ่กระจาย (Power Discipate)
	การป้องกันวงจรโลจิก
	การอ่านและการเขียนในเซลของ Cmos
	การ Interface Cmos กับ Ttl
	แหล่งจ่ายไฟสำรอง


